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背景：我々は、アモルファス酸化物半導体を用いることで、室温成膜のみでも良好な発光特性の蛍光

体薄膜が得られることを実証した[1,2]。この結果は、従来の蛍光体薄膜に比べて極めて低温プロセス

であることや有機材料(有機 EL)よりも化学的安定性が高いことから、新たな発光材料としての応用が

期待される。一方で、赤色発光する a-In-Ga-Zn-O/a-In-Mg-O に Euを添加した系しか見つかっていなか

った。今回は希土類発光中心を変えて調査を行い、Eu、Tb の場合に赤、緑の発光に成功したので報告

する。また、それらの電子構造と発光機構についての比較・考察も行う。 

実験方法： PLD（KrF：248 nm）を用いて、石英基板上に室温で成膜を行った。成膜時は酸素分圧を 5 

Pa から 25 Paまで変えて PL強度を調べた。一方、HAXPES および共鳴光電子分光を用いてそれぞれ異

なった発光中心および母体の電子状態を調べ、それらの発光メカニズムを調べた。 

結果： 図 1 に Tb添加薄膜の発光スペクトルを Euの場合と比較して示す。図 2にみられるように、Tb

添加薄膜は Eu系[1,2]と同様に大きな酸素分圧依存性を示し、結果としては 21 Pa の酸素分圧下でもっ

とも発光強度が高くなった。また、室温成膜後の薄膜は、約 240 nm～250 nmの紫外光による励起で赤

色（Eu添加）及び緑色（Tb 添加）の発光を目視で確認することが出来た。本講演では、HAXPES 及

び共鳴光電子分光から得られた母体及び発光中心の電子構造を比較し、酸化物半導体での高い発光効

率を達成するための欠陥制御や材料設計についても詳細に報告する。 
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図 1 Eu及び Tb添加薄膜の発光特性 図 2 Tb添加による PL強度の酸素分圧依存性 
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